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SadrZaj — Izucavan je uticaj rastvorenog Qi BOE (puferovanim ka masi rastvora. Najsporiji stupaég odreivati i brzinu
rastvorima za nagrizanje SiDsastava 7 vol.(40 tez. % MF) : 1 hemijske reakcije. U stiaju da je najsporiji stupanj transport
vol. (49 tez. % HF), koji se uafajeno koristi za delineaciju Sk  reaktanata ka povrsini, reakcifg@ se odvijati u rezimu tzv.
procesima mikrofabrikacije primenom fotolitografifdonokristalni - gifyzione kontrole i za ovaj staj energije aktivacije su reda

Si se nagriza u ovom rastvoru samo ako on sadreokik. , -1 o ; ; ;
Utvrdeno je da je brzina nagrizanja Si u navedenom aastkoji je 4 2k5 __leﬁmI - U ?IL?a]ltj (Ij<ada J% n.aJSpO““k s_'gupa:gsama
zasten sa @, parcijalnog pritisaka u gasnoj fazi od 1 atm, 20. reakcya na povrsini, tada jeé Drzina reakcije rasmja
nmin® na 23°C i 18,6 nniin™ na 45°C. odreiena brzinom hemijske reakcije na povrSini i tada su

energije aktivacije reda 42—-85(ibl ™ [8].

1. UvOD Izotropno hemijsko nagrizanje je difuziono konisah
proces: reakcija na povrSini je mnogo brza od datok
Hemijsko nagrizanje, u kontekstu ovog rada, se sidna reaktanata ka povrsSini. MoZze se smatrati da je éwoimacija
proces rastvaranja uctam rastvorima kojim se uniformno ili reaktanata na povrsini jednaka nuli. Formira sezitini sloj
preferencijalno uklanja materijal sa supstrata rkostalnog u kome se koncentracija reaktanata menja od nuée (n
Si koji je uronjen u rastvor. Od sredine dvadesetg, kada povrSini) do koncentracije u zapremini rastvoraotiapno
su procesi vlaznog nagrizanja uvedeni u procesekfatiie nagrizanje je proces koji se teSko kontroliSe. M@Sa
elektronskih komponenata, do danas ovo je jedna odstvora ohino ubrzava reakciju jer smanjuje debljinu
nezaobilaznih tehnologija kojom se relizuju réigi 3D difuzionog sloja uz povrSinu na kojoj se hemijskeakcija
strukture mikro-elektro-mehatkih sistema,cine vidljivim  odvija, odnosno poveava velEinu gradijenta koncentracije u
defekti u monokristalnim i poli-kristalnim matefifma, difuzionom sloju. Na ovaj tip reakcija velikog wije imaju i
dobijaju povrSine sa definisanim vrstama i gustiaamkonvektivna kretanja u rastvoru izazvana tempenatur
povrsinskih stanja, obdaju povrsine bilo u smislu poliranja neuniformno&u.  Pri  izotropnom  nagrizanju  sve
ili realizacije definisanog reljefa, i 411,7. kristalografske ravni monokristalnog Si se nagrizégtom
) ) . ... brzinom Sto je prirodno s obzirom da je reakcijstvaranja
Generalno, svi rastvori za nagrizanje su podelienifi  sj mpogostruko brza od brzine kojom sgesnici hemijske
grupe prema uniformnosti nagrizene povrsine i nelah  yeakcije transportuju ka mestu reakcije. Karaktéas front
brzinama nagrizanja razifih kristalografskih ravni na: nagrizanja pri izotropnom nagrizanju u otvorima u
rastvore sa izotropnim svojstvima, anizotropne VI@st | maskirajiem materijalu ima oblik prikazan na Sl.1.(a). Pri
rastvore koji sluze za vizuelizaciju defekata uemiglu (npr.  jzotropnom nagrizanju su pralio brzine nagrizanja u
granica zrna, greski pakovanja, skupina vakansijg.i vertikalnom i lateralnom pravcu jednake. U prikazan

U ovom raduce se razmatrati izotropni rastvori koji SIU¢@ju nagrizanja u otvoru u maskiragm materijalu, front
sadrze fluorovodotinu kiselinu (HF) i koji se koriste u Magrizanja ima ovaj karakteristin oblik zbog"dodatnog
mikroelektronskim i drugim tehnologijama na njihpvo Snabdevanja reaktantima sa maskiranih delova rien&aje
osnovi, za nagrizanje Si®a Si. Pri delineaciji Sigstruktura  eaktanti ne troSe u hemijskoj reakciji na povisini
u procesu mikrofabrikacije, fluoridni rastvori se pokazali
kao vrlo selektivni jer se u njima brzine nagrizangi
praktiéino mogu i zanemariti. Si se ne rastvara spontano

= maskirajuci materijal s Maskirajuci materijal

kiselim rastvorima fluorid3]. si @ si ®
Pokazalo se da je povrsina Si 905|e nagrizanjade™m  sj.1.izgled profila izotropnog hemijskog nagrizanja katzore u
rastvorima fluorida (HF, NEF) zaSttena od oksidacije u maskiraju'em materijalu.

vazduhu Sto je rezultat zésnja vodonikom "visetih” o .

(nezastenih) veza Si atoma na podlogama Si (100) i (111) U sl.aju izotropnog nagrizanja sa rasporedom otvora kao

orijentacije [4,5. | ova osobina fluoridnih rastvora pri St0 j& Sematski prikazano na Sl.1.(b), dubine magja u

interakciji sa Si, je razlog intenzivnog tavanja kinetike i Susédnim delovima otvora u maski ¢ak biti i manje. Ovo

mehanizma ovog tipa pasivacije povr&ine Si. ukazuje na potrebu pazljivog dizajniranja struktge se
izotropno nagrizaju.

Prisustvo tragova kiseonika u rastvorima fluoréitavodi o ) ) .
do nagrizanja Si[6,7]. O, u rastvoru za nagrizanje je Y najopstiem sléaju SIiQ se rastvara u alkalnim
neizbezan ako se nagrizanje ne odvija u deareisanfgstvorima u kojima se obrazuju silikati rastvornivodi.
rastvorima. Posto se nagrizanje Sifri mikrofabrikaciji Medutim ovaj nain delineaciie SiQ struktura se ne
obisno odvija u vazdudnoj atmosferi, vazno je zao Primenjuje u procesima mikrofabrikacije jer su bei
rastvoreni @iz atmosfere ute na nagrizanje Si. nagrizanja _S|Q_vrl_o male: u rastvorima 30 tez. % _KOH

brzina nagrizanja je 7.2 rimin™ na 80°C za termiki oksid.
) Medutim, alkalni rastvori deluju na Si koji se u njima
2. IZOTROPNO HEMIJSKO NAGRIZANJE Si anizotropno nagriza brzinom od 1pniin® za Si (100)

N L ) ) .. orijentacije u navedenom alkalnom rastvoru. Stogaus
Proces hemijskog nagrizanja u rastvorima je pré@s  gjkainim rastvorima Sigkoristi kao maskirajéi materijal.
se sastoji od niza konsekutivnih stupnjeva: trartspo

reagenasa u &roj fazi, hemijska reakcija na povrsini i  SiO, se rastvara izotropno u kiselim rastvoriiga je
transport produkata reakcije od povrSine na kojpjpsstali osnovna komponenta HF raglih koncentracija. Rastvaranje



SiO, u HF vodenim rastvorima se moze prikazati zbirnorgde H predstavlja Supljinu koja se ubacuje u valentnouzo
hemijskom reakcijom: pri ¢emu se elektron {eubacuje u provodnu zonu Si. Pri
SIO, + BHF > SIFZ + 2H,0 + 2H (1) niskim ja&inama svetlosnog fluksa na Si n-tipa provodnosti se

odvija i sledéa reakcija:
HF je u vodi disosovana u skladu sa: Si+ 6HF + i & SR + 6H + 36, ()

HF & H" + F, Ki= [H']F][HF* = 6.910* molm*, ) . _ ) o
1 . e | Ova jednostavne zbirne elektrohemijske reakcijdiyucece

HF + F* o HF,, K= [HR]IFI*HA™ = 40Lmof,  (3) glozenosti hemijske kinetike rastvaranja Si u fidioim
gde su K i K, vrednosti odgovarafih konstanti disocijacije astvorima I mogu se razumeti primenom nauke oiovna
i prikazane su vrednosti za 26 i za koncentracije HF manje Medupovrsinu elektrolit / poluprovodnild,§].
od 1 M (relativno razblaZeni rastvofi]. Hemija fluoridnih
rastvora je po sebi kompleksna i do danas nije tpyrmsti
razjaSnjena. Pri viSim koncentracijama postoje Znea
polimerizovane vrste tipa (HF5™, koje ovde ne razmatramo
jer se za nagrizanje SjQoriste razblaZeni rastvori pre svega Si + 2H0 + 20H < [Si(OHX0,]? + 2H,, (9)
zbog lakSe kontrole brzine rastvaranja (manje lerzin
razblazenijim rastvorima) i zbog problema sa fat@®m u za koju su reakcioni produkti bitno radti od onih za
koncentrovanim rastvorima HF (podgrizanje, difuzkeoz rastvaranje Si u kiselim fluoridnim rastvorima.
fotorezist, slabljenje adhezije, i sl.).

Rastvaranje Si u alkalnim rastvorima je o
oksidaciono-redukciona reakcija koja je katalizava®@H
jonima sa zbirnom reakcijom:

) o ) Si se u mraku ne rastvara spontano u rastvorima
. Prema vrednostima konstante disocijacije HF jéasla fiyorovodonine kiseline, iako je reakcija (8) termodinakii
kiselina osim pri ekstremno niskim koncentracijama. moguea. Prakiéno je brzina ovog rastvaranja reda®#s™,
razblazenim rastvorima postoji mala koncentracija iF s “gruge strane, polikristalni SiGe spontano izotropski
relativno vea koncentracija HFjona, koji napada Sibrze  rastvara u ovim rastvorima relativno velikim brzima
nego joni koji su direktni produkti disocijacije HF Navedeno je i razlog zasto se fluoridni rastvoriiste kao
SiO, + 3HF, < SiF + 2H,0 + OH (4) Idealno sredstvo za delineaciju likova na g8Dstrukturama.

Brzina nagrizanja Si©Onije linearna funkcija koncentracije Pokazano je, a i mi smo opazili i u ovom raemo obraditi,
HF u rastvoru za nagrizanje. De facto pri nagriza8j®, da atmosferski kiseonik u rastvoru za nagrizani 8tice na
jed. (1), HF se troSi i brzina nagrizanja¢pge da zavisi od proces nagrizanja Si. Pokazalo se @& i male koltine
vremena. Da bi se ova pojava predupredila, vodestiori se rastvorenog kiseonika u rastvoru mogu dovesti dsidaicije
puferuju sa NHF ¢ime se postize da je koncentracija HFpovrSine Si na atomskom nivou. Oksid na povrSink8ji se
konstantna za vreme nagrizanja. Puferovanjem sedtide i brzo nagriza u fluoridnom rastvoru, je naddlp&idas” jer se
kiselost rastvora $to umanjuje njegov uticaj naretist. sam brzo nagriza u fluoridnim rastvorima 5to dovoldi
novog obrazovanja oksida na povrSini (pod uticajem

Tabela 1 Neke karakteristike vodenh rastvora za nagrizan& Si rastvorenog @ i daljeg nagrizanja Si. Pokazuje se da je

NH.F HE oksidacija Si, rastvorenim kiseonikom mnogo brza od

kiicna  spec. gustinana oksidacije Si OH jonima u alkalnim rastvorima. Praktio
konc, tezo ~ temp,C  25°C,gom uvek postoji kompeticija izndi oksidacije Si rastvorenim
kiseonikom i njegovog rastvaranja nagrizanjem cksid
NH4F 40 - 20 111 7.8 - - . . - - ;
BOE7:1  aug o . i 5o reakcije direktnog rastvaranja Si reakcijom sa” Qithima.
HE N 0 . 116 aa Posledica ovoga je na brzinu rastvaranja Si u B&3E/orima

veceg uticaja ima rastvoren O nego OH joni ¢ija je
Puferovani rastvori HF u kojima se nagriza Si@ri koncentracija u slabo kiselim rastvorima niska.2d@&nina

mikrofabrikaciji se nazivaju BOE (Buffered Oxidechant) oksidacija Si rastvorenim ) rastvaranje oksida ima utuicaja

ili BHF (Buffered HydroFluoric). Prave se poldzd0 tez.% i na morfoloSke odlike nagrizene povrSine Si koje s

NH4F rastvora u vodi i vodenog rastvpra HF koncenjgaciformiraju po delineaciji Sig)[6].

(49 tez. %), koji se meSaju u odemom zapreminskom

odnosu. Brzina nagrizanja SiOzavisi od zapreminskih

odnosa medanja. U ovom rade se razmatrati BOE 7:1 3- OPIS EKSPERIMENTA

rastvor, koji se sastoje iz 7 zapreminskih deloealenog ) ) . _

rastvora NHF i 1 zapreminskog dela vodenog rastvora HF. U U eksperimentima su koténe podloge Si (100)

T.1. su prikazane karakteriste osobine ovih rastvora. Orijentacije. Si je bio n-tipa, dopiran fosforonspecifine

Kriti éna temperatura ozéava temperaturu na kojoj giaje  otpornosti 3-5Q[Mh. Maskirajéi materijal je bio terndki

da se pojavijuje talog, kao posledica ogtane SiO, koji je proizvod oksidacije Si podloge u kiseomoj

rastvorljivosti NHF i NH4F,, koji se formira u puferovanim atmosferi zagenoj vodenom parom na temperaturi od 1100

rastvorima i koji ima jo$ manju rastvorljivost udiad proste °C. Vreme oksidacije je odi&vano tako da debljina oksida

soli NH4F. bude 1.2um.
U BOE rastvorima NgF disosuje u skladu sa: Na oksidisanim pkicama je klasinom fotolitografijom
NH,F <> NH," + F, () uraien fotopostupak kojim se otvaraju prozori u oksidu.

Koris¢en je negativni fotorezist N45-500 proidasa
pa zbirna hemijska reakcija BOE sa $i@oze da se prikaze: "Merck’. Po okokanom fotopostupku, i rastvaranju oksida u
: +, eip2 za to predudenim mestima, fotorezist nije skidan. Oksid se
SIO, + 4HF + 2NHF < 2NH," + SiR" @q) + 2RO (6) rastvarao na uot@jeni n&in nagrizanjem u BOE 7:1
Sumarna brzina rastvaranja Si u fluoridnom rastyer rastvoru pricemu se vodilo réuna da pléica bude u rastvoru
. s ) onoliko vremena koliko je potrebno za oksid dat®ljiee
Si+ 6HF + i o SiFs™ + 4H, + €, (") rastvori na sobnoj temperaturi.



Ovako pripremljene strukture su bile spremne zg u toku nagrizanja za&éna fotorezistomrgo, je vreme
ispitivanje brzine nagrizanja Si u BOE 7:1 rastvor dve nagrizanja Si@ na temperaturi i u rastvoru u kom je
izabrane temperature (23 i 46). Rastvori za nagrizanje su nagrizana za&tena struktura. Ovo vreme ne znamo za rad na
termostatirani na izabranim temperaturama. Za jetlan poviSenoj temperaturi i u rastvoru koji je zZ&si sa G, diji je
nagrizanja, posuda sa rastvorom je bila otvoreka & je pritisak nad rastvorom jednak 1 atm. Stoga je zagje SiQ
rastvor bio zagen kiseonikom iz atmosfere. Parcijalniradeno u toku fiksnog vremenskog perioda, koji je @saj
pritisak kiseonika u atmosferi na barometarskortighti od 1  proceni duzi od vremena koje je potrebno da senill8iD,.
atm je 0.21 atm (molski udeo kiseonika u atmogte.21). T —
Rastvorljivost kiseonika u rastvoru na zadatoj terafuri je Tl . == {':‘:l
proporcionalna parcijalnom pritisku,@ gasnoj fazi (B») sa W .5 e L
kojom je rastvor u ravnoteZzi (Henry-jev zakon): !

Rsic100)
vreme nagrizanja

Poz=K+Co2, (10) T

........... Tsioz
Thix

RsiozTsioz

gde je Ik konstanta Hanry-jevog zakona ag»cCje
koncentracija kiseonika u rastvory;=769.2 L-atm-mdl za
rastvorljivost kiseonika wistoj vodi na 25°C. Iz re&enog
sledi da je rastvorljivost kiseonikadistoj vodi u vazdu3noj , . ~_. stepenice koja je formirana u BOE
atmosferi barometarskog pritiska 1 atm, na°252.710* stggﬁggﬁigavirggg:?nz;sa 7:1 rastvoru nagrizanjem u toku
molll ™. Rastvor za nagrizanje BOE je jonski rastvor td&o nagrizanja. 80 min na 45C, rastvor je zasen

je u njemu rastvorljivost kiseonika nesto niza aedene. atmosferskim ©

Takade, rastvorljivost kiseonika se smanjuje sa porastom Na Sl.4. su fotografije sa metalurskog mikroskopa
temperature. Ovaj tip rastvoie se referisati kao rastvori snimljene u interferencionom faznom kontrast (IF&ijpe je
zasteni atmosferskim kiseonikom. povetana kontrast i moge je videti da i na 23C u
rastvorima koji su za&eni kiseonikom u vazdusnoj atmosferi
postoji nagrizanje Si podloge.

Fig.2. Sema nagrizanja Fig.3. Profil sa "Talystepg-a preko

Drugi tip rastvora je imao ¢e koncentraciju rastvorenog
kiseonika. To je postignuto tako Sto je kroz tertatisan
rastvor u zatvorenoj posudi barbotiran kiseoniktigka 1
atm. Na ovaj nén je mogue poveéati sadrzaj rastvorenog
kiseonika na 1[d0°% moll™ (u &istoj vodi na 25°C).
Eksperimenti u ovom rastvorie se referisati kao nagrizanje
u BOE rastvoru koji je zagn G na pritisku od 1 atm.

Da bi se ispitao uticaj sadrzaja kiseonika u B@&voru
na nagrizanje Si, navedena struktura je nagrizartaku
odralenog vremena u BOE 7:1 rastvoru zagnom bilo
atmosferskim biloCistim O, na 1 atm pritiska, i na zadatoj
temperaturi. Zatim je uzorak &an i skidan je fotorezist.
Uzorak je zatim ponovo nagrizan u istom BOE 7:%vas

p_od |st|r11 uslovima u toku fl_ksnog vremeng. Ovo Vreéme J€ , BOE 7:1 rastvoru. (a) temperatura nagrizanja®€3 rastvor je
bilo duze od __pretpostavlj_enog vremena ”ag“zan_@z Si zasten atmosferskim kiseonikom, 80 min nagrizanja. (b)
navedene debljine pod datim uslovima. Ovo vremeVvEko  temperatura nagrizanja 4%, rastvor je zagen G, pod pritiskom

Sl.4.Fotografije struktura na podlogama Si (100) kojensigrizane

odraieno jer se zelelo da se Sifotpuno ukloni a ne zna se od 1 atm, 80 min nagrizanja
tatna brzina njegovog nagrizanja pod zadatim uslovima ) o ) L )
(temperatura i sadrzaj,Qu rastvoru). S obzirom da se i Dubine nagrizanja u rastvorima zasiim atmosferskim

tokom rastvaranja oksidne maske, rastvara i Si UEBOO; hismo uspeli da izmeriméTalystef-om, a produzenje
rastvoru sa rastvorenim kiseonikom, ovo je bionjediatin  vremena nagrizanja nije pogodno zbog potrebe eastit
da u potpunosti definiemo vreme nagrizanja Spitiianom fotorezistom u odgovarajoj fazi eksperimenta.

BOE rastvoru. Ovo je Sematski prikazano na Sl.2. U slwaju deaerizacije rastvora wenjem N pod

Po okomanom nagrizanju, dubine nagrizanja Si siritiskom od 1 atm, nismo opazili da se Si (100yriz=a u
merene na udaju "Talyste model 223-17, firméTaylor- Navedenom rastvoru.

Hobsor. Dubine nagrizanja () za BOE 7:1 rastvor, koji je bio
zasten sa @ pod pritiskom od 1 atm, za dve temperature
4. REZULTATI | DISKUSIJA rastvora (23 i 45C) su odrdene i prikazane u zavisnosti od
vremena nagrizanja)na SI.5.
Na Sl.2. je Sematski prikaz realizovanog profile zzz
nagrizanja u BOE rastvoru. Ovaj prikaz nije u radmida o0 dsi=18.61+143.7 SL.5.Zavisnost
SI.3 je profil nagrizanja kako je snimlijen raalystefi-u, dubine nagrizanja Si
koji omogutava da se odrede razlike nivoa platoa na stepene . od V.reme”at
ali ne i njen taan izgled, jer je sama metoda ogi@ma g w / na%rggn%glukgej}isjgoru
(kretanje Siljka po povrsini). Go = 1025 + 1917 zasten sa Qna
Dubina nagrizenog Si (100) orijentacije jg idiz opisane i pritisku od 1 atm i na
metodike nagrizanja moze se izraziti kao: T wolramzc tem%gtiuzrgrpg od 45
dsi = Rl + RsiTsio2 (11) T, min

Gde je sa B, u nnimin®, ozn@&ena brzina nagrizanja Si  Sa grafika na ovoj slici i uz poraged. (11), mogée je
podloge,t, u min, je vreme nagrizanja sa Sifaskom koja odrediti brzinu nagrizanja Si(100) iz nagiba ovih



pravolinijskih zavisnosti, a iz od¥ea je mogde odrediti naSe odréene vrednosti brzina nagrizanja i energija
vreme nagrizanja SO S obzirom da je debljina aktivacije, kao i vrednosti iz literature za BOEL #astvor
maskirajieg oksida poznata, 1j2m, mogue je odrediti i [10] i rastvor NHF [7] sa razkitim sadrzajem rastvorenog
brzinu nagrizanja terrdkog oksida pod navedenim uslovima,O,.

Sto je i urdeno i prikazano u T.2. U ovoj tabeli su sumirane

Tabele 2.Zbirni prikaz brzina nagrizanja SiJ monokristalnog Si u fluoridnim rastvorima sa lidgitim sadrzajem @i odgovarajue
energije aktivacije

Sio" Sio" Sio SO, Si (111y" | Si (1117 Si (100)
rastvor 40 tez. % NiF BOE 7:1 40 tez. % NiF BOE 7:1
sadrZzaj Q 0 zasten atmosferskim © P(®) =1 atm 0 zas. atmo.,0 P(®) =1 atm
Ea kdmor? 38.3+£3 55+ 8 344 31.8 - 46+5 21.4
A, nmiin? 1.810 2.200° 9.210’ 2.610 - 3.71m0 6.010*
| 25080 | 1@Y | MR | MY | oeom | RS | RIEY

Aktivacione energije za proces nagrizanja su ZzZmaju

brzine nagrizanja na odtenoj temperaturi, koré&njem LITERATURA

Arrhenius-ove jedndne:
[1]

R= Aex;{—i] (12)
o [2]

gde je R brzina nagrizanja, A je preeksponencijikior, R,
je univerzalna gasna konstanta (8.3Eal'K™) i T je
temperatira reakcije u K. (3]

Iz prikazanih rezultata se vidi da prisustve WBOE 7:1 [4]
rastvorima utie na proces nagrizanja monokristalnog Si.
Brzina nagrizanja Si se u fluoridnim rastvorima @@va sa
povetanjem koncentracije rastvorenog kiseonika, dok se
brzina nagrizanja oksida smanjuje. U daljem ragumo [5]
kvantitativno iz¢iti i uticaj rastvorenog kiseonika na
nagrizanje Si na sobnoj temperaturi i pri koncetijama
kiseonika u rastvoru koje nastaju rastvaranjem stemskog
kiseonika. Visine nagrizenih stepenigmo meriti primenom [6]
skenirajdeg mikroskopa atomskih sila (AFM) Stée
omoguiti merenje visina reda nm.

Ovo istrazivanje ukazuje na potrebuértag odréivanja [7]
brzine nagrizanja Si©O pri mikrofabrikaciji procesima
fotolitografske obrade, jer se nagrizanja u fluoima
rastvorima uvek rade u vazdusnoj atmosferi Sto newmio
dovodi do rastvaranjaf rastvoru.

y (8]
5. ZAKLJU CAK

Ispitivan je uticaj rastvorenog,Q fluoridnim rastvorima [€]
na rastvaranje monokristalnog Si (100) orijentadijea
termicki SiO, koji je rastao u atmosferi QO zastenoj
vodenom parom na 118D. Rafeno je sa rastvorom BOE [10]
7:1, puferovanim rastvorom fluorovoddne kiseline sastava
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Ovaj rad je delom finansiralo Ministarstvo prosveteauke

7 vol. % (40 tez. % NKF) : 1 vol. % (49. tez. % HF), koji Republike Srbije u okviru projekata TR. 32008.

uobicajeno koristimo za delineaciju SiGha Si u procesu

Abstract — The influence of dissolved oxygen in BOE (buffered
etchant for SiQ) solution with composition 7 vol. % (40 wt.%
Povetanje sadrzaja Ou rastvoru dovodi do ubrzanjaNH,F) : 1 vol % (49 wt. % HF) have been investigatetisTis
reakcije rastvaranja Si (100) i usporenja reak@jgtvaranja solution which usually have been used for delineatd SiQ on
Si0,. Odreiene su i brzine rastvaranja Si na temperaturanigenocrystalline Si in microfabrication. It is fauttitat the dissolved
od 23°C i 45°C u BOE 7:1 rastvoru koji je zasin G pod 0xygen facilitates the etching of Si, but makesie slower for
pritiskom od 1 atm, od 10.2 i 18.6 finin™, respektivno. Ovo s'obzbl.EtCh'ng rate of S|(1h00) fé’r solution sc%t;gated wio,
nam je omogéilo da odredimo i energiju aktivacije za zgocmg at 1 atm pressure have been estimatedasrimmin™ at

o . 1. . and 18,6 nnmin™ at 45°C.
reakciju rastvaranja od 21.4[&bl", ¢ija velicina ukazuje na
difuzionu kontrolu hemijskog nagrizanja. ETCH RATE DETERMINATION OF (100) ORIENTED
MONOCRYSTALLINE Si IN BUFFERED
HYDROFLUORIC ACID SOLUTION
V. Jovi, J. Lamovec, |. Mladenoj M. Popoé

mikrofabrikacije fotolitografskim postupcima.

Za rastvaranje SiQodraeiene su brzine rastvaranja od 64
(23°C) i 156 (45°C) nnithin™ u rastvoru koji je zaéen sa @
pod pritiskom od 1 atm.



